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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Sageleiste
zum Fixieren eines Kristalls aus Halbleitermaterial beim
Abtrennen von Scheiben von diesem Kristall mit einer
Drahtsédge. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum Abtrennen von Scheiben, bei dem die Sageleiste
eingesetzt wird.

[0002] Beim Abtrennen von Scheiben von einem Kri-
stall aus Halbleitermaterial mit einer Drahtsége kénnen
nach transversalen Auslenkungen des Sagedrahtes un-
erwiinschte Riefen (Sdgemarken) auf den Seiten der
Scheiben entstehen. Der Kristall ist auf einer Ségeleiste
fixiert, in die der Sagedraht nach dem Abtrennen der
Scheiben einige Millimeter weit eindringt. Die Sagelei-
ste besteht Gblicherweise aus einem massiven Graphic-
block, und der Kristall ist auf diesem, beispielsweise mit
einem Kleber aus Epoxy-Harz, aufgekittet (Siehe z.B.
die EP-A-0 232 920).

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, an-
zugeben, wie das Entstehen von Riefen beim Abtren-
nen von Scheiben von einem Kristall aus Halbleiterma-
terial mit einer Drahtsége zuverlassig vermieden wer-
den kann.

[0004] Gel6st wird die Aufgabe durch eine Sageleiste
gemal Anspruch 1 oder Anspruch 2.

[0005] Durch Versuche wurde festgestellt, dall das
Entstehen von Riefen in engem Zusammenhang mit der
Verwendung von massiven Sageleisten aus Graphit
steht. Es bietet sich folgende Erklarung an: Graphit ist
im Vergleich zu Halbleitermaterial, wie beispielsweise
Silicium, ein relativ weicher Werkstoff. Der Sagedraht
hat beim Abtrennen der Scheiben einen bestimmten Wi-
derstand in Vorschubrichtung zu Gberwinden. Beim Ein-
tritt des Sagedrahtes in die Sageleiste aus Graphit wird
dieser Widerstand abrupt schwacher. Dadurch kann der
Sagedraht transversal abgelenkt werden und die er-
wahnten Riefen im Randbereich der Scheiben hinterlas-
sen.

[0006] Um dem vorzubeugen, wurde bereits eine Sa-
geleiste vorgeschlagen, die aus einem Material gefertigt
ist, das in Bezug auf seine Harte mit der Harte des Halb-
leitermaterials Ubereinstimmt oder eine annéhernd glei-
che Harte aufweist. Als besonders geeignet haben sich
Sageleisten aus einem Material mit einer Harte im Be-
reich von 4 bis 7 (Mohsskala), insbesondere Sagelei-
sten aus Glas oder Silicium erwiesen. Von Vorteil ist
auch, wenn das verwendete Material ein elektrischer
Isolator ist. In diesem Fall kann der Sadgedraht wahrend
des Abtrennvorganges mit schwachem elektrischen
Strom beaufschlagt werden und ein Drahtrif3 oder Mas-
seschlufl durch die resultierende Stromstarkenande-
rung detektiert werden.

[0007] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von
Figuren erlautert, die bevorzugte Ausbildungsformen
der Sageleiste in Schnittdarstellung schematisch zei-
gen. Gleichartige Merkmale sind mit gleichen Bezugs-
zahlen versehen. In Figur 1 ist eine massive Sageleiste
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gemaf dem Stand der Technik dargestellt. Die Sagelei-
ste gemal Figur 2 ist als schichtférmiger Verbundkérper
ausgebildet. Die S&ageleiste gemal Figur 3 besitzt ein
Hohlprofil.

[0008] Zunachst wird die zum Stand der Technik ge-
hérende Sageleiste geman Figur 1 naher beschrieben.
Die Sageleiste 1 ist aus einem Material gefertigt, dessen
Harte im wesentlichen mit der Harte des Halbleiterma-
terials, aus dem der Kristall 2 besteht, libereinstimmt.
Durch diese Materialwahl bleibt der Sagedraht auch
beim Eintritt in die Sageleiste in der vorgesehenen
Schneidebene, so dal® die Scheiben im Randbereich
nicht beschadigt werden.

[0009] Die erfindungsgemalie Séageleiste 1 in der
Ausbildungsform gemaR Figur 2 besteht aus einem
schichtférmig strukturierten Verbundkdrper, wobei der
an den Kristall angrenzende Abschnitt 3 des Verbund-
korpers aus einem Material besteht, dessen Harte
gleich oder &hnlich ist wie die Harte des Kristalls 2. Der
Abschnitt 3 besteht vorzugsweise aus einer der Kristall-
form angepalten Glas- oder oder Siliciumschale, sofern
der Kristall aus Silicium besteht. An diese Schale
schlieRt sich mindestens ein weiterer Abschnitt4 an, der
aus einem Material gefertigt ist, das wesentlich weicher
ist als das Material des Abschnitts 3, der an den Kiristall
angrenzt. Besonders bevorzugt ist, dal der weitere Ab-
schnitt 4 aus Graphit besteht oder eine ahnliche Harte
wie Graphit hat. Die Abschnitte des schichtférmig struk-
turierten Verbundkdrpers sind vorzugsweise miteinan-
der verklebt. Bei Verwendung einer derartigen Sagelei-
ste wird nicht nur das Entstehen von Riefen vermieden.
Es ist auch besonders einfach, die abgetrennten Schei-
ben von der Ségeleiste zu brechen, weil nach dem Ab-
trennen der Scheiben eine Verbindung zur Sageleiste
bleibt, die von einem Abschnitt der Sageleiste gebildet
wird, der vergleichsweise weich ist und sich als Soll-
bruchstelle eignet.

[0010] GemaR der in Figur 3 dargestellten Ausbil-
dungsform ist die Sageleiste 1 im Querschnitt als Hohl-
profil ausgebildet. Das Hohlprofil kann beliebig geformt
sein, beispielsweise rechtekkig, kreisférmig oder ander-
weitig mehreckig. Nach dem Abtrennen der Scheiben
bleibt wegen des Hohlprofils ein vergleichsweise
schmaler Steg 5 zuriick, Uber den die Scheiben mit der
Séageleiste verbunden bleiben. Durch Brechen dieser
Verbindung kénnen die Scheiben freigelegt werden. Da-
durch kann vermieden werden, da der Sagedraht ent-
lang der beim Abtrennen der Scheiben entstandenen
Schneidspalte zurlickgeflihnrt werden muf3 und die
Scheiben beschadigt werden. Bei Verwendung einer
massiven Sageleiste ist die nach dem Abtrennen der
Scheiben bleibende Verbindung zur Sageleiste ver-
gleichsweise breit, so dal} nicht ausgeschlossen wer-
den kann, daB} eine Scheibe beschadigt wird, wenn die
Verbindung gebrochen wird. Hingegen eignet sich ein
wegen des Hohlprofils bleibender schmaler Steg beson-
ders gut als Sollbruchstelle. Gegenstand der Erfindung
ist auch eine gemaf Figur 2 als Verbundkdrper ausge-
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bildete Sageleiste, die gemaf Figur 3 ein Hohlprofil hat.

Patentanspriiche

1.

Mit einem Kristall aus Halbleitermaterial verbunde-
ne Sageleiste, die zum Abtrennen von Scheiben
von dem Kristall mit einer Drahtsdge eingesetzt
wird, mit einem an den Kristall angrenzenden Ab-
schnitt, der eine Harte aufweist, die im wesentlichen
der Harte des Kristalls entspricht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sageleiste als Verbundkdrper
ausgebildet ist und einen weiteren Abschnitt auf-
weist, der vom Kristall weiter entfernt und wesent-
lich weicher ist als der an den Kristall angrenzende
Abschnitt.

Mit einem Kristall aus Halbleitermaterial verbunde-
ne S&geleiste, die zum Abtrennen von Scheiben
von dem Kristall mit einer Drahtsdge eingesetzt
wird, mit einem an den Kristall angrenzenden Ab-
schnitt, der eine Harte aufweist, die im wesentlichen
der Harte des Kristalls entspricht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sageleiste im Querschnitt ein
Honhlprofil aufweist.

Verfahren zum Abtrennen von Scheiben von einem
Kristall aus Halbleitermaterial mit einer Drahtsage,
wobei der Kristall mit einer Sageleiste verbunden
ist, und beim Abtrennen der Scheiben erst in den
Kristall und anschlieRend in die S&geleiste gesagt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass in eine Sage-
leiste gemafl Anspruch 1 oder Anspruch 2 gesagt
wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sagedraht mit schwachem elektri-
schen Strom beaufschlagt wird.

Claims

Saw strip which is connected to a crystal of semi-
conductor material and is used to cut wafers from
the crystal using a wire saw, having a section which
adjoins the crystal and has a hardness which es-
sentially corresponds to the hardness of the crystal,
characterized in that the saw strip is in the form of
a composite body and has a further section which
is situated further away from the crystal and is con-
siderably softer than the section which adjoins the
crystal.

Saw strip which is connected to a crystal of semi-
conductor material and is used to cut wafers from
the crystal using a wire saw, having a section which
adjoins the crystal and has a hardness which es-
sentially corresponds to the hardness of the crystal,
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characterized in that the saw strip has a hollow pro-
file in cross section.

Process for cutting wafers from a crystal of semi-
conductor material using a wire saw, the crystal be-
ing connected to a saw strip, and during sawing of
the wafers the saw cutting firstly into the crystal and
theninto the saw strip, characterized in that the saw
cuts into a saw strip according to Claim 1 or Claim 2.

Process according to Claim 3, characterized in that
a weak electric current is applied to the saw wire.

Revendications

Barre de sciage connectée a un cristal de matériau
semi-conducteur, qui est utilisée pour séparer des
plaquettes du cristal au moyen d'une scie hélicoi-
dale comprenant une portion adjacente au cristal
d'une dureté correspondant approximativement ala
dureté du cristal, caractérisée en ce que la barre de
sciage est formée en tant que corps composite et
présente une autre portion qui est plus éloignée du
cristal et essentiellement plus molle que la portion
adjacente au cristal.

Barre de sciage connectée a un cristal de matériau
semi-conducteur, qui est utilisée pour séparer des
plaquettes du cristal au moyen d'une scie hélicoi-
dale comprenant une portion adjacente au cristal
d'une dureté correspondant approximativementala
dureté du cristal, caractérisée en ce que la barre de
sciage présente un profil creux en section transver-
sale.

Procédé pour séparer des plaquettes d'un cristal en
matériau semi-conducteur comprenant une scie
hélicoidale, le cristal étant connecté a une barre de
sciage, dans lequel procédé, lors de la séparation
des plaquettes, on scie d'abord dans le cristal puis
dans la barre de sciage, caractérisé en ce que I'on
scie dans une barre de sciage selon la revendica-
tion 1 ou la revendication 2.

Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la scie hélicoidale est chargée par un courant
électrique faible.
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